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При використанні імпульсних методів рідиннофазної епітаксії 
контакт охолодженої підкладки з розчином-розплавом призводить до 
виникнення градієнту температури по її товщині. При цьому 
формуються  механічні напруження, які можуть призвести до 
руйнування підкладки. 
Метою роботи є дослідження напружень, що виникають по товщині 
підкладки, при використанні імпульсних методів рідиннофазної 
епітаксії.  
Моделювання проведено для системи Gе-GaAs в діапазоні 
температур 450÷850 оС. Товщина підкладки – 380 мкм,  її початкова 
температура – 27 оС, товщина Ga-Ge розчину-розплаву – 3500 мкм.  
 
 
 
Рисунок 1 – Залежність напружень на границі контакту від часу 
при температурі розчину-розплаву 550 ºС (а), та максимальних 
напружень на границі контакту від температури розчину-розплаву (б). 
 
Максимальні напруження виникають на границі підкладка-розчин-
розплав, і спадають з часом (рис. 1а). Границя міцності GaAs складає 
біля 150 МПа, отже оптимальним є вирощування при температурі 
розчину-розплаву нижче за 550 оС (рис. 1б). 
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